MD 3174 G2 2006.10.31

IO T T A
MD 3174 G2 2006.10.31

REPUBLICA MOLDOVA

(1P9) Agentia d? St?;t . an 3174 13 G2
pentru Proprietatea Intelectuala 1) Int. CL: GO3G 5087 (2006.01)
CO8L 29/04 (2006.01)
CO8C 23/04 (2006.01)
C30B 31/04 (2006.01)

GO02B 5/32 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. depozit: a 2006 0023 (45) Data publicarii hotararii de
(22) Data depozit: 2006.01.05 acordare a brevetului:
2006.10.31, BOPI nr. 10/2006

(71) Solicitant: CENTRUL DE OPTOELECTRONICA AL INSTITUTULUI DE FIZICA APLICATA AL
ACADEMIEI DE STIINTE A REPUBLICII MOLDOVA, MD

(72) Inventatori: ANDRIES Andrei, MD; BIVOL Valerii, MD; BUZURNIUC Svetlana, MD; MESALCHIN
Alexei, MD; ROBU Stefan, MD; VERLAN Victor, MD

(73) Titular: CENTRUL DE OPTOELECTRONICA AL INSTITUTULUI DE FIZICA APLICATA AL
ACADEMIEI DE STIINTE A REPUBLICII MOLDOVA, MD

(54) Compozit fotosensibil din semiconductor calcogenic amorf si polimer
organic

(57) Rezumat:

1 2
5 semiconductor calcogenic 17,0...83,0

liant organic restul.

Rezultatul consta in obtinerea compozitelor cu
fotosensibilitate inalta.
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Inventia se referda la compozite fotosensibile

utilizate pentru fabricarea senzorilor optici, purta-
torilor de imagini optice sau informatiei holografice.

Compozitul fotosensibil din semiconductor
calcogenic amorf si polimer organic se obtine prin
amestecarea solutiilor de As,Se; sau As,S; In 10
monoetanolamind cu solutia hidroalcoolica de
alcool polivinilic si eliminarea solventilor.

Compozitia finald a compozitului este urma-
toarea, % de masa:
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Descriere:
Inventia se refera la compozite fotosensibile, utilizate pentru fabricarea senzorilor optici,

purtatorilor de imagini optice sau informatiei holografice.

Sunt cunoscute compozite din alcool polivinilic §i semiconductori din sulfuri ale metalelor de
tranzitie (Fe, Ni sau Co), in care se aplica procesul hidrotermal al reactiei directe dintre sulfura de
carbon CS,, hidroxizii metalelor de tranzitie si alcoolul polivinilic la temperatura de 140 c timp de 8
ore. S-a stabilit cd la cresterea concentratiei sulfurilor in matricea polimericd de APV cristalinitatea
nanocompozitului descreste [1].

Dezavantajele acestor compozite fotosensibile sunt:

e se aplicd solventi organici nocivi, asa ca sulfura de carbon CS,, care este si inflamabila la
aer;
e se aplica procesul hidrotermal la temperaturi inalte, ceea ce conduce la oxidarea com-

Cea mai apropiata solutie de inventia propusa este compozitul pe baza materialului S-Se (Se4,Ssg)
si parafinei in raport de, respectiv, 10:1 parti de masd, in care procesul de incalzire depaseste
temperatura de topire a ambelor materiale (datorita faptului ca temperatura de Inmuiere a ambelor
materiale coincide Tg = 105 °C), cu amestecarea ulterioara a lor pana la obtinerea starii omogene [2].
Acest proces se efectueaza in fiole ermetic inchise in vid. Dupa racirea pana la temperatura camerei
din materialul obtinut ca target se depun straturi subtiri prin metoda cu laser in vid. De regula se obtin
straturi amorfe.

Dezavantajele acestor compozite sunt:

e dificultatea de a gdsi materiale calcogenice si polimeri compatibile, cu temperatura de
inmuiere aproximativ egala;

e aplicarea instalatiilor de vid si laserului costisitoare pentru depunerea straturilor com-
pozitului;

e aplicarea proceselor termice la temperatura inalta;

e proprietatile fizico-mecanice ale straturilor din compozit sunt neinsemnate;

o straturile subtiri din acest compozit nu sunt transparente i nu pot fi utilizate in optica.

Problema pe care o rezolva inventia consta in elaborarea unor compozite fotosensibilie din
semiconductori calcogenici amorfi (de exemplu: As,S;, As,Se; etc.) si polimeri organici (alcool
polivinilic) pentru confectionarea diferitelor medii fotosensibile in forma de straturi subtiri, fibre etc.
pentru utilizarea lor in optoelectronica.

Esenta inventiei constd in aceea cd compozitul fotosensibil dintr-un semiconductor calcogenic
amorf si un polimer organic se obtine prin amestecarea solutiilor de As,Se; sau As,S; in
monoetanolamina cu solutia hidroalcoolica de alcool polivinilic si eliminarea solventilor.

Compozitia finald a compozitului este urmatoarea, % de masa:

semiconductor calcogenic 17,0...83,0
liant organic restul.

Inventia propusa are anumite avantaje:

e aplicarea unui numar mare de semiconductori calcogenici amorfi si de polimeri pentru
prepararea compozitelor fotosensibile;

e compozitul se obtine la temperatura camerei si nu necesita laserul si tehnica de vid;

e posibilitatea de dirigare a tehnologiei, proprietatilor optice si altor parametri.

Rezultatul inventiei consta in elaborarea unui compozit fotosensibil din semiconductor calcogenic
amorf (de exemplu, As,S;, As,Se; etc.) in matricea de polimer organic cu parametrii de
fotosensibilitate comparabili cu cei obtinuti 1n literatura fara utilizarea tehnicii de vid si a tehnologiei
la temperatura nalta.

Rezultatul mentionat a fost obtinut datoritd gradului inalt de omogenitate al compozitelor
fotosensibile confectionate din solutii de semiconductor calcogenic amorf si polimer organic, in care
se mentine structura molecularda a semiconductorului calcogenic si, respectiv, proprietatile lor
fotooptice.

Compozitul fotosensibil se depune prin metode cunoscute in literatura: metoda ,,menisc”, metoda
de centrifuga cu ajutorul unor dispozitive mecanice etc.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1-3, care reprezinta:

- fig.1, schema mostrei de compozit fotosensibil;

- fig. 2, spectrele de transparentd optica ale straturilor din compozit fotosensibil; curbele ce
caracterizeaza transparenta compozitelor obtinute in baza APV (2 si 3) In comparatie cu cea obtinuta
prin metoda traditionald de evaporare in vid (1);
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- fig. 3, fotosensibilitatea compozitului; influenta iradierii cu lampi UV asupra spectrelor de
transparenta a compozitelor obtinute in bazd de APV si As,Se; (curba 1 - pana la iradiere; curba 2 —
dupa iradiere) sau As,S; (curba 3 - pana la iradiere; curba 4 — dupa iradiere).

Compozitul fotosensibil se obtine in felul urmator: pe un suport din polietilentereftalat (3)
preventiv acoperit cu un strat subtire de metal (2), cu rezistivitatea superficiald de 10° Ohm/cm?,
grosimea de ~ 100 A, se depune un strat de compozit fotosensibil (1).

Straturile de compozit se usuca la aer, apoi se pastreaza timp de 5...6 ore 1n etuva la 40 °C, dupa
aceasta timp de 3...4 ore in etuva cu vid la 40...50 °C. Grosimea stratului de compozit fotosensibil
este dirijabila si variaza in functie de concentratia polimerului in solutie, de tehnologia de depunere
etc. si constituie de obicei 2,0...6,0 pm, transparenta 60...85%, iar proprietatile optice ale straturilor
fotosensibile au fost cercetate prin metodele spectrale.

Dupa cum se observa din fig. 2 spectrele de transparentd opticd ale straturilor din compozit
fotosensibil obtinute din solutie de alcool polivinilic (curbele 2 si 3) nu diferd de aceleasi spectre de
transparenta ale straturilor fotosensibile obtinute prin metoda traditionald de evaporare in vid (curba
1). La cresterea concentratiei semiconductorului calcogenic amorf transparenta compozitului se
micsoreaza (raportul masei semiconductorului calcogenic amorf fatd de masa polimerului (curbele 2
si3)suntde1:1,4; 0,5:1,5; 0,3:1).

Rezultatele prezentate in fig. 3 au fost obtinute la tratarea mostrelor cu lampi ultraviolete cu
vapori de mercur cu intensitatea de 5 mW timp de 1 ora.

Exemple de realizare a inventiei

Exemplul 1

Obtinerea compozitului fotosensibil din seleniurd de arsen amorfa si alcool polivinilic

Solutia 1 contine alcool polivinilic, alcool etilic si apa in urmatorul raport cantitativ, g:

alcool polivinilic 0,12

alcool etilic 0,20

apa 0,10.

Solutia 2 contine un semiconductor calcogenic amorf in monoetanolamind in urmatorul raport
cantitativ, g:

ASQSCg 0,12

monoetanolamina 0,50.

Solutia 2 se pregateste la temperatura de 50 °C timp de 30...60 min.

Dupa racire pana la temperatura camerei solutiile se amestecd minutios timp de 10 min, iar
amestecul obtinut, ce reprezinta un lichid omogen de culoare alba, se utilizeazd in decurs de 3 ore,
depunandu-se pe diferite substraturi (din sticld, polietilentereftalat etc.) in straturi, fibre, etc., ce se
usuci la aer la temperaturi de pana la 40 °C timp de 2 ore.

Exemplul 2

Obtinerea compozitului fotosensibil din sulfura de arsen amorf si alcool polivinilic

Solutia 1 se pregateste conform exemplului 1.

Solutia 2 contine un semiconductor calcogenic amorf in monoetanolamind in urmatorul raport
cantitativ, g:

ASQS3 0,60

monoetanolamina  0,30.

Solutia 2 se pregateste la temperatura de 50 °C timp de 30...60 min.

Dupa racire pana la temperatura camerei solutiile se amestecd minutios timp de 10 min, iar
amestecul obtinut, ce reprezinta un lichid omogen de culoare alba, se utilizeazd in decurs de 3 ore,
depunandu-se pe diferite substraturi (din sticla, polictilentereftalat etc.) in straturi, fibre etc., ce se
usuci la aer la temperaturi de pana la 40 °C timp de 2 ore.
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(57) Revendicare:

Compozit fotosensibil din semiconductor calcogenic amorf si polimer organic obtinut
5 prin omogenizarea componentelor, caracterizat prin aceea cd compozitul este obtinut prin
amestecarea solutiilor de As,Se; sau As,S; In monoetanolamind cu solutia hidroalcoolicd de alcool
polivinilic si eliminarea solventilor, raportul componentelor fiind, % de masa:
semiconductor calcogenic 17,0...83,0
liant organic restul.
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